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gebildet sind, um die Kontaktflachen (102) zu bedecken;

— einer ersten dielektrischen Schicht (104), die auf dem
Chip (101) und den ersten leitenden Leitungen (103) gebil-
det ist, wobei die erste dielektrische Schicht (104) erste Off-
nungen (105) auf den ersten leitenden Leitungen (103) auf-
weist;

— einer ersten Materialschicht (106), die auf der Basis (100)
gebildet ist und in einen Raum zwischen den Chips (101)
auf der Basis (100) gefllt ist;

— einer zweiten dielektrischen Schicht (107), die auf der
ersten dielektrischen Schicht (104) und der ersten Material-
schicht (106) gebildet ist, wobei die zweite dielektrische
Schicht (107) zweite Offnungen (108) auf den ersten leiten-
den Leitungen (103) aufweist;

— zweiten leitenden Leitungen (109), die...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Packung
bzw. ein Gehause fir Halbleiter, insbesondere eine
chipgrof3e Packung bzw. ein chipgrofles Gehause.

Stand der Technik

[0002] Halbleitertechnologien entwickeln sich sehr
schnell, und insbesondere Halbleiterchips tendieren
zur Miniaturisierung. Die Anforderungen an die Funk-
tionen der Halbleiterchips tendieren jedoch entge-
gengesetzt zur Vielseitigkeit. So missen die Halblei-
terchips mehr E/A-Kontaktstellen bzw. -flachen auf
einer kleineren Flache aufweisen, so daf’ die Dichte
der Anschlisse schnell zunimmt. Dieses fuhrt dazu,
dal das Packen bzw. Anordnen der Halbleiterchips
schwieriger wird und die Ausbeute abnimmt.

[0003] Der Hauptzweck der Packungs- bzw. Gehau-
sestruktur, besteht darin, die Chips vor aulterer Be-
schadigung zu schiitzen. Des weiteren muld von den
Chips erzeugte Warme effizient durch die Packungs-
bzw. Gehausestruktur verteilt werden, um den Be-
trieb der Chips sicherzustellen.

[0004] Die frihere Leadframe-Packungstechnolo-
gie ist schon fiir moderne Halbleiterchips nicht geeig-
net, weil die Dichte der Anschlisse zu hoch ist. Es
wurde deshalb eine neue Packungstechnologie der
BGA("Ball Grid Array"-Kugelgitteranordnung) entwi-
ckelt, um die Packungserfordernisse flir moderne
Halbleiterchips zu erfiillen. Die BGA-Packung hat
den Vorteil, dal kugelférmige Anschlisse einen kir-
zeren Rasterabstand als die Leadframe-Packung
aufweisen und dal} es unwahrscheinlich ist, daR die
kugelférmigen Anschliisse beschadigt und verformt
werden. Dariiber hinaus hat der kiirzere Signallber-
tragungsabstand den Vorteil, dal® sich die Betriebs-
frequenz erhoht, um die Anforderung einer schnelle-
ren Arbeitsleistung zu erfiillen. Beispielsweise offen-
bart das US-Patent 5,629,835 A eine BGA-Packung
bzw. ein BGA-Gehause nach Mahulikar et al. Das
US-Patent 5,239,198 A eine andere Packung, bei der
die FR4-Substrate mit einem Muster von Leitungszi-
gen hierauf auf einem PCB montiert sind. Das taiwa-
nesische Patent 177,766 offenbart eine WLP vom
Fan-out-Typ vom Erfinder der vorliegenden Erfin-
dung (entspricht der DE 102004033057 A1).

[0005] Die meisten Packungstechnologien untertei-
len die Chips auf einem Wafer in jeweilige Chips und
packen und testen dann jeden Chip einzeln. Eine an-
dere Packungstechnologie, die als Wafer Niveau-Pa-
ckung ("Wafer Level Package", WLP) bezeichnet
wird, kann die Chips auf einem Wafer vor dem Unter-
teilen der Chips in jeweilige Chips anordnen. Die
WLP-Technologie hat einige Vorteile, beispielsweise
eine kirzere Produktionszykluszeit, geringere Kos-
ten und die fehlende Notwendigkeit des Unterfil-

lends oder FormgieRens.

[0006] Wie bereits erwahnt, ist die GroRRe des Chips
sehr klein, und die E/A-Kontaktflachen werden auf ei-
ner Oberflache eines Chips in herkdmmlicher Art und
Weise gebildet. Deshalb ist die Anzahl von Kontakt-
flachen begrenzt, und ein zu kurzer Rasterabstand
zwischen den Kontaktflachen fuhrt zu dem Problem
einer Signalkopplung oder Signalschnittstelle. Infolge
des zu kurzen Rasterabstands zwischen den Kon-
taktflachen fuhrt das Léten auch leicht zur Bildung ei-
ner Lotbricke. Darlber hinaus wird die GroRRe des
Chips allmahlich kleiner, und der gepackte IC des
Chips weist bei einigen Packungstechnologien (bei-
spielsweise der chipgrolen Packung) keine Stan-
dardgrofRe auf. Testausristung, Packungsausris-
tung usw. fur Chips oder Packungen bestimmter Gro-
Ren kdnnen nicht weiter genutzt werden. Neben der
schlechten Leistung der Zwischenverbindung und ei-
nem hoheren Kontaktwiderstand des Chips fiihrt
schlechte thermische Leitung der Basis zur Vermin-
derung oder zum Ausfall von Funktionen des Chips.

[0007] In dem Dokument US 2003/0230804 Af,
welches den nachstliegenden Stand der Technik of-
fenbart, wird eine Halbleiterstruktur aus einem Halb-
leitersubstrat beschrieben, welches eine integrierte
Schaltung umfalfit, die mit mehreren Verbindungsan-
schlissen verbunden ist. Auf der bekannten Halblei-
terstruktur sind mehrere Verteiler-Leitungen gebildet,
welche mit den Verbindungsanschlissen verbunden
werden und VerbindungsanschluRabschnitte aufwei-
sen. Auf Oberflachen der Verteiler-Leitungen mit
Ausnahme der VerbindungsanschluRabschnitte ist
ferner Kupferoxid aufgetragen. Schlielich ist auf der
Halbleiterstruktur eine einhillende Schicht aus isolie-
rendem Material gebildet.

[0008] In dem Dokument US 2003/0124767 A1 wird
eine integrierte Chip-Struktur offenbart. Bei der be-
kannten Chip-Struktur ist ein Chip auf einem Kera-
miksubstrat befestigt und auf dem Chip und dem Ke-
ramiksubstrat ist eine Dunnschicht-Schaltung gebil-
det. Die Diinnschicht-Schaltung umfaldt in einer Aus-
fuhrungsform mehrere dielektrische Schichten und
Verdrahtungsschichten, auf denen abschlieRend
eine Passivierungsschicht gebildet ist.

[0009] In dem Dokument US 6,486,005 B1 wird eine
Halbleiterstruktur beschrieben, bei dem ein Wafer mit
Verbindungsanschlissen versehen und in Chips zer-
legt wird. Auf den Chips sind zwei Pufferschichten
aufgetragen, wobei die Verbindungsanschlisse frei
liegen. Auf der zweiten Pufferschicht sind Leitungen
gebildet, welche mit den freiliegenden Verbindungs-
anschlussen verbunden sind. Hierauf ist eine Lot-
maske angeordnet, welche jeweils einen Abschnitt
der Leitungen frei 1a3t, so daR dort Létkugeln entste-
hen kénnen. In dem Dokument DE 102 34 951 A1
wird ein Verfahren zur Herstellung von Halbleiter-
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schaltungsmodulen offenbart, bei dem auf ein Trans-
fersubstrat eine strukturierte Verbindungsschicht auf-
getragen wird, auf welcher Schaltungseinrichtungen
mit Kontaktflachen aufgebracht werden. Danach wer-
den die Schaltungseinrichtungen mittels eines Fiill-
stoffes miteinander verbunden und das Transfersub-
strat wird entfernt. AnschlieRend werden elektrische
Verbindungseinrichtungen aufgebracht, um die Kon-
taktflachen der Schaltungseinrichtungen miteinander
zu verbinden. Schlie3lich wird auf den elektrischen
Verbindungseinrichtungen eine Passivierungsschicht
aufgetragen.

[0010] Bei einem in dem Dokument EP 1 152 464
A2 beschriebenen Verfahren zur Herstellung eines
Halbleiterchips wird ein Substrat mit einem haftenden
Film versehen. AnschlieRend werden Halbleiterchips
auf dem haftenden Film angeordnet und mit einer
Isolierschicht beschichtet. Die Isolierschicht wird
dann bis zu einer Dicke der Halbleiterchips abgetra-
gen. SchlieRlich wird der haftende Film entfernt und
die Halbleiterchips werden in einzelne Komponenten
geschnitten. Die mittels des Verfahrens aus dem Do-
kument EP 1 152 464 A2 hergestellten Halbleiter-
chips weisen auf ihrer Oberflache eine als Lotmaske
dienende Schicht auf.

[0011] SchlieBlich wird in dem Dokument US
6,489,185 B1 ein Mikroelektronikmodul beschrieben,
bei welchem die aktive Oberflache eines Mikroelekt-
ronik-Chips mit einem haftenden Material verbunden
ist, welches auf einem Schutzfilm angeordnet ist. Der
Mikroelektronik-Chip ist ferner mittels eines Einkap-
selungsmaterials eingekapselt. In einer Ausfiihrungs-
form ist auf dem Mikroelektronik-Chip eine Schicht
aus Létmaskenmaterial aufgebracht.

[0012] Das Dokument US 2003/0036257 A1 offen-
bart eine dinne CSP-Struktur, wobei ein Polyimid-
substrat eine Dicke von 62 pm, ein ,GAP" eine Dicke
von 15 ym und ein Chip eine Dicke von 55 ym aufwei-
sen.

[0013] Das Dokument US 2004/0232543 A1 offen-
bart ein elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter-
chip, welcher eine Dicke von 100 bis 750 pym auf-
weist.

Die Erfindung

[0014] Ausgehend von den obigen Problemen des
Standes der Technik ist es Aufgabe der Erfindung,
eine chipgrofe Packungsstruktur anzugeben.

[0015] Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, eine
chipgrofle Packungsstruktur zu schaffen, um auf-
grund einer Siliziumriickseite mit Metall eine gute
thermische Leitung zu erreichen.

[0016] Des weiteren soll der Kontaktwiderstand der
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chipgrofen Packungsstruktur vermindert werden.

[0017] Dartber hinaus sollen die Kosten der Pa-
ckungsstruktur vermindert werden.

[0018] Auch die Ausbeute und die Zuverlassigkeit
der Packungsstruktur sollen erhdéht werden.

[0019] Des weiteren soll mit der Erfindung eine Pa-
ckungsstruktur mit einer superdiinnen Packungsdi-
cke (weniger als 400 um) geschaffen werden.

[0020] Die Erfindung liefert eine chipgrol’e Pa-
ckungs- bzw. Gehdusestruktur mit einer Packungsdi-
cke von weniger als 400 pym. Die Packungsstruktur
umfasst eine Basis, einen Chip, erste leitende Leitun-
gen, eine erste dielektrische Schicht, eine erste Ma-
terialschicht, eine zweite dielektrische Schicht, zwei-
te leitende Leitungen, eine zweite Materialschicht
und Létkugeln. Der Chip mit Kontaktflachen haftet an
der Basis. Die ersten leitenden Leitungen sind auf
dem Chip gebildet, um die Kontaktflachen zu bede-
cken. Eine erste dielektrische Schicht ist auf dem
Chip und den ersten leitenden Leitungen gebildet,
und die erste dielektrische Schicht weist erste Off-
nungen auf den ersten leitenden Leitungen auf. Eine
erste Materialschicht ist auf der Basis gebildet und in
einen Raum geflllt, mit Ausnahme der Basis. Eine
zweite dielektrische Schicht ist auf der ersten dielek-
trischen Schicht und der ersten Materialschicht gebil-
det, und die zweite dielektrische Schicht weist zweite
Offnungen auf den ersten leitenden Leitungen auf,
wobei die zweiten Offnungen im wesentlichen gleich
zu den ersten Offnungen sind. Die zweiten leitenden
Leitungen sind auf den ersten Offnungen gebildet,
und die zweiten Offnungen sind elektrisch mit den
ersten leitenden Leitungen jeweils verbunden. Eine
zweite Materialschicht ist auf den zweiten leitenden
Leitungen und der zweiten dielektrischen Schicht ge-
bildet, die zweite Materialschicht weist eine Dicke von
20 bis 25 ym auf, und die zweite Materialschicht weist
dritte Offnungen auf den zweiten leitenden Leitungen
auf. Die Létkugeln sind auf die dritten Offnungen ge-
I6tet und jeweils an die zweiten leitenden Leitungen
elektrisch gekoppelt. Die erste dielektrische Schicht
und die erste Materialschicht sind im wesentlichen
auf dem selben Niveau.

Zeichnung

[0021] Die Erfindung wird im folgenden anhand von
Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figu-
ren einer Zeichnung naher erlautert. Hierbei zeigen:

[0022] Fig.1 eine schematische Darstellung der
Nutzung von Aufnehmen und Ablegen zum Ersetzen
bzw. Umsetzen von Standardchips auf einer neuen
Basis;

[0023] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht des
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Aufnehmens und des Anhaftens der guten Chips aus
den mehreren Chips an der Basis;

[0024] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht des
erfindungsgemaflen Bildens einer ersten Material-
schicht auf der Basis zum Fllen eines Raumes zwi-
schen mehreren Chips auf der Basis;

[0025] Fig. 4 eine schematische Seitenansicht des
erfindungsgemafien Entfernens eines Teilbereiches
der zweiten dielektrischen Schicht zum Bilden zwei-
ter Offnungen auf den ersten leitenden Leitungen;

[0026] Fig.5 eine schematische Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemalen Bildens zweiter leitender
Leitungen, die mit den ersten leitenden Leitungen je-
weils verbunden sind;

[0027] Fig. 6 eine schematische Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemafen Bildens einer zweiten Mate-
rialschicht mit dritten Offnungen auf den zweiten lei-
tenden Leitungen; und

[0028] Fig. 7 eine schematische Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemafen Bildens von Létkugeln auf
den dritten Offnungen.

Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen

[0029] Im folgenden werden Ausfiihrungsbeispiele
der Erfindung im Detail beschrieben. Es wird darauf
hingewiesen, dal} die Erfindung neben den explizit
beschriebenen Ausfiihrungsformen in einem grof3en
Bereich praktiziert werden kann und daf der Bereich
der Erfindung ausdriicklich nur durch die Anspriiche
definiert wird.

[0030] Die Komponenten der unterschiedlichen Ele-
mente sind nicht maRstabsgerecht dargestellt. Einige
Abmessungen der in Beziehung stehenden Kompo-
nenten sind vergrof3ert und bedeutunglose Abschnit-
te sind nicht dargestellt, um eine klarere Beschrei-
bung und ein Verstandnis der Erfindung zu liefern.

[0031] Anhand der Fig. 1-Fig. 7 wird die Herstel-
lung einer chipgroen Packung erlautert. Zuerst wird
eine erste Leitungsschicht auf einem verarbeiteten
Siliziumwafer mit mehreren Chips mit Kontaktflachen
gebildet. Eine erste Fotolackschicht wird auf der ers-
ten Kontaktleitungsschicht gebildet. Dann wird die
erste Fotolackschicht auf der ersten Kontaktleitungs-
schicht gemustert. Zum Bilden erster leitender Lei-
tungen wird die erste Kontaktleitungsschicht geatzt,
um die Kontaktflachen zu bedecken. Die verbleiben-
de erste Fotolackschicht wird entfernt. Danach wird
auf den ersten leitenden Leitungen und dem verar-
beiteten Siliziumwafer eine erste dielektrische
Schicht gebildet. Die erste dielektrische Schicht wird
mittels Licht/Atzen gemustert, um erste Offnungen
auf den ersten leitenden Leitungen zu bilden. Danach

wird der verarbeitete Siliziumwafer in Chips geteilt,
um die mehreren Chips zu trennen. Die guten Chips
werden aus den mehreren Chips herausgenommen
und an einer Basis haftend angebracht. Die guten
Chips und die Basis werden gehartet. Dann wird eine
erste Materialschicht auf der Basis gebildet, um einen
Raum zwischen den mehreren Chips auf der Basis
zu fillen. Die erste Materialschicht wird gehartet.
Eine zweite dielektrische Schicht wird auf der ersten
Materialschicht gebildet, um die ersten Offnungen in
den ersten leitenden Leitungen zu fiillen. Ein Teilbe-
reich der zweiten dielektrischen Schicht wird entfernt,
um zweite Offnungen auf den ersten leitenden Lei-
tungen zu bilden, wobei die zweiten Offnungen im
wesentlichen gleich zu den ersten Offnungen sind.
Eine zweite Kontaktleitungsschicht wird auf der zwei-
ten dielektrischen Schicht gebildet, um die zweiten
Offnungen auf den ersten leitenden Leitungen zu fiil-
len. Eine zweite Fotolackschicht wird gebildet, um
zweite leitende Leitungen zu bilden, die mit den ers-
ten leitenden Leitungen verbunden sind. Eine zweite
Materialschicht wird auf den zweiten leitenden Lei-
tungen und der zweiten dielektrischen Schicht gebil-
det. Eine zweite Fotolackschicht wird entfernt, um
zweite leitende Leitungen zu bilden. Dann wird die
zweite Materialschicht mittels Licht/Atzen gemustert,
um dritte Offnungen auf den zweiten leitenden Lei-
tungen zu bilden. Danach werden Lotkugeln auf die
dritten Offnungen geldtet. SchlieRlich wird die Basis
geschnitten, um einzelne chipgroRe Packungen bzw.
Gehause zu bilden.

[0032] Die Herstellung umfalt einen Schritt zum
Aufnehmen und zum Ablegen von Standardchips auf
einer zusatzlichen Basis zum Erhalten eines geeig-
neten und weiteren Abstands zwischen den Chips im
Vergleich zu dem urspriinglichen Abstand zwischen
den Chips auf einem Wafer. Deshalb weist die Pa-
ckungsstruktur eine gréRere Grofie einer Kugelan-
ordnung als die Groflte des Chips auf, um das Pro-
blem des kurzen Rasterabstands zwischen Kugeln
zu vermeiden. Das Verfahren umfafdt einen Schritt
zum Aufnehmen und zum Ablegen von guten Stan-
dardchips auf einer Basis, um einen geeigneten und
groleren Abstand zwischen den Chips als der ur-
spriingliche Abstand zwischen den Chips auf einem
Wafer zu erhalten. Das Verfahren fur die chipgrofRe
Packung umfafdt die Schritte des Trennens von Chips
auf einem Wafer, des Aufnehmens und des Ablegens
der Chips auf einer Basis und des Fillens einer ers-
ten Materialschicht auf die Basis in einen Raum zwi-
schen den Chips auf der Basis. Eine dielektrische
Schicht mit ersten Offnungen wird gemustert, um ei-
nen Abschnitt einer leitenden Leitung des Chips frei-
zulegen. Ein leitendes Material wird in die ersten Off-
nungen und auf die dielektrische Schicht gefullt. Da-
nach wird eine zweite Materialschicht gebildet, so
daR zweite Offnungen entstehen, die das leitende
Material freilegen, und dann werden Loétkugeln auf
die zweiten Offnungen geldtet.
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[0033] Ein verarbeiteter Siliziumwafer mit Chips
wird auf eine Basis gelegt, und dann wird die Dicke
des verarbeiteten Siliziumwafers mittels rickseitigem
Lappen vermindert, um einen Dickebereich von
50-300 pm auszubilden. Der verarbeitete Silizium-
wafer mit der vorgenannten Dicke kann leicht gesagt
werden, um die Chips auf dem Wafer in jeweilige
Chips zu teilen. Der Schritt des riickseitigen Lappens
kann weggelassen werden, wenn der verarbeitete Si-
liziumwafer nicht hart ist, um ihn ohne riickseitiges
Lappen zu sagen. Eine dielektrische Schicht (Schutz-
schicht) wird optional auf dem verarbeiteten Silizium-
wafer vor dem Sagen gebildet, um die Chips vor Be-
schadigungen zu schitzen.

[0034] Jeder einzelne und geteilte Chip 110a auf ei-
nem Wafer wird getestet, und anschlieRend bilden
die guten Standardchips mittels Auswahlen die ge-
testeten Chips auf dem Wafer. Die guten Standard-
chips 110a werden aufgenommen, auf eine zusatzli-
che Basis 100 mit einem gréReren Abstand zwischen
benachbarten Chips verlagert und haften an der Ba-
sis 100 mittels eines UV-hartbaren und/oder eines
warmehartbaren Haftmittels mit guter thermischer
Leitfahigkeit (nicht dargestellt), wie dies Fig. 1 zeigt.
Das Haftmittel beschichtet die Basis 100. Wenn die
Chips 110a auf dem Haftmittel angeordnet werden,
wird das Haftmittel mittels UV-Licht oder thermisch
ausgehartet. Der Abstand zwischen benachbarten
Chips auf der Basis 100 wird groRer ausgebildet, um
genugend Raum fir eine Fan-out-Kugelanordnung in
spateren Schritten zu schaffen. Folglich kann mittels
der Erfindung ein idealer oder optimierter Kugelras-
terabstand aufrechterhalten werden, um Probleme
der Signalkopplung und der Signalinterferenz zu ver-
meiden, und die Anzahl der E/A-Anschlusse (Kugeln)
kann erhoht werden, auch wenn die Grof3e der Chips
kleiner wird. Das Material fir die Basis 100 kann
Glas, Silizium, Keramik, Kristallmaterialien, Metall
oder dergleichen sein, und sogar eine runde oder
rechteckige Form kann vorgesehen sein. Bei der Er-
findung ist die Anzahl von Chips nicht begrenzt. Mehr
als drei Chips kdnnen bei der Erfindung in die selbe
Packungs- bzw. Gehausestruktur gepackt sein. Das
Haftmaterial ist bei der Erfindung vorzugsweise ein
thermisch gut leitendes Material, so dal die Proble-
me (beispielsweise Spannung) vermieden sind, die
sich aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen den
Chips 110a und der Basis 100 ergeben.

[0035] Die Erlauterung und die entsprechende Figur
unten beziehen sich auf einen einzelnen Chip, um zu
vereinfachen und eine klarere kompakte Beschrei-
bung der Erfindung zu liefern.

[0036] Vor dem Erreichen des Ergebnisses nach
Fig. 2 kann ein Plasmaatzen (RIE) optional genutzt
werden, um die Oberflache des verarbeiteten Wafers
zu reinigen, um sicher zu gehen, daf’ keine Restma-
terialien auf dem Wafer sind. Danach wird auf dem

Wafer eine erste Kontaktleitungsschicht 103 gebildet,
wobei hierin Kontaktflachen 102 gebildet werden. Auf
der ersten Kontaktleitungsschicht 103 wird eine erste
Fotolackschicht gebildet. Die erste Kontaktleitungs-
schicht kann mittels eines physikalischen Verfahrens,
eines chemischen Verfahrens oder einer Kombinati-
on hiervon gebildet werden, beispielsweise: CVD,
PVD, Sputtern oder Galvanisieren. Die erste Kontakt-
leitungsschicht 103 umfalRt Al oder Ti, Cu oder die
Kombination hiervon. Die Dicke der ersten Kontakt-
leitungsschicht 103 betragt vorzugsweise 1-2 pm.
Dann wird die erste Fotolackschicht (nicht darge-
stellt) auf der ersten Kontaktleitungsschicht 103 ge-
mustert. Die erste Kontaktleitungsschicht 103 wird
geatzt, um erste leitende Leitungen zum Bedecken
der Kontaktflachen 102 zu bilden. Die verbleibende
erste Fotolackschicht wird entfernt. Dann wird auf
den ersten leitenden Leitungen 103 und dem Chip
101 eine erste dielektrische Schicht 104 gebildet. Die
erste dielektrische Schicht 104 umfalt BCB, SINR
und die Kombination hiervon. Die Dicke der ersten di-
elektrischen Schicht 104 betragt vorzugsweise etwa
2 um bis etwa 5 pym. Die erste dielektrische Schicht
104 wird belichtet/geatzt, um erste Offnungen auf
den ersten leitenden Leitungen zu bilden. Nach dem
Bilden der ersten leitenden Leitungen und der ersten
dielektrischen Schicht werden die guten Chips und
der Wafer gehartet. Das riickseitige Lappen des Wa-
fers kann optional genutzt werden, um vor dem
Schritt zum Trennen der Chips eine vorbestimmte Di-
cke von etwa 50-300 pym zu erreichen. GemaR Fig. 1
wird der gute Chip aufgenommen und in Eig. 1 auf
der Basis 100 angeordnet. Nachdem die vorgenann-
ten Schritte ausgefuhrt wurden, ergibt sich das Er-
gebnis nach Eig. 2.

[0037] FEig. 2 ist eine schematische Seitenansicht
des Aufnehmens und Anklebens/Anhaftens der gu-
ten Chips 101 aus den mehreren Chips auf/an einer
Basis 100. Wie bereits erwahnt, werden die ersten
leitenden Leitungen 103 auf dem Chip 101 gebildet,
um die Kontaktflachen 102 zu bedecken. Auf dem
Chip 101 und den ersten leitenden Leitungen 103
wird eine erste dielektrische Schicht 104 gebildet,
und die erste dielektrische Schicht 104 umfaldt erste
Offnungen 105 auf den ersten leitenden Leitungen
103. Der Chip 101 mit den Kontaktflachen 102 wird
auf die Basis 100 mittels eines UV-hartbaren
und/oder eines warmehartbaren Haftmittels 101a mit
guter thermischer Leitfahigkeit geklebt. Die erste die-
lektrische Schicht 104 mit den ersten Offnungen 105
wird auf den ersten leitenden Leitungen 103 und dem
verarbeiteten Siliziumwafer mittels eines photolitho-
graphischen Bearbeiten der ersten dielektrischen
Schicht gebildet. Der gute Chip 101 wird mittels Sa-
gen des verarbeiteten Siliziumwafers gebildet. Die
guten Chips 101 werden auf die Basis 100 geklebt.
Die guten Chips 101 und die Basis 100 werden dann
gehartet. Die Basis 100 weist Metall oder Glas auf,
wobei das Metall Fe, Co, Ni und eine Kombination
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hiervon umfaldt, beispielsweise den kommerziellen
Namen Legierung 42, und wobei die Dicke der Legie-
rung vorzugsweise etwa 200-300 ym betragt. Wenn
Glas genutzt wird, betragt die Dicke des Glases vor-
zugsweise etwa 200-400 pm.

[0038] Fig. 3 ist eine schematische Seitenansicht
des Bildens einer ersten Materialschicht auf der Ba-
sis 100 zum Fillen eines Raumes zwischen den
mehreren Chips 101 auf der Basis 100. Die erste Ma-
terialschicht 106 wird auf der Basis 100 gebildet, um
einen Raum (Schnittlinie) zwischen den mehreren
Chips 101 zu fillen, und die Oberflache der ersten
Materialschicht 106 und die Oberflache der ersten di-
elektrischen Schicht 104 sind im wesentlichen auf
gleicher Hohe. Das Material der ersten Material-
schicht 106 kann ein UV-hartbares oder thermisch
hartbares Material sein. Danach wird die erste Mate-
rialschicht 106 mittels UV oder thermisch gehartet.
Die erste Materialschicht 106 kann mittels eines
Schablonen-Vakuumdruckverfahrens oder eines
photolithographischen Verfahrens hergestellt wer-
den. Die erste Materialschicht 106 dient als eine Puf-
ferschicht zum Vermindern einer Spannung infolge
der Temperatur oder dergleichen. Die erste Material-
schicht 106 kann ein UV-hartbares und/oder warme-
hartbares Material sein, beispielsweise Siliziumgum-
mi, Epoxy, Harz, SINR, Pl oder BCB gebildet mittels
eines Vakuumdruckverfahrens und/oder eines photo-
lithographischen Verfahrens, usw. Die Dicke der ers-
ten Materialschicht ist die gleiche wie die Dicke der
Chips.

[0039] Gemal Fig. 4 wird eine zweite dielektrische
Schicht 107 auf der ersten Materialschicht 106 gebil-
det, um die ersten Offnungen 105 auf den ersten lei-
tenden Leitungen 103 zu flllen. Danach wird ein Teil-
bereich der zweiten dielektrischen Schicht 107 ent-
fernt, um hierin zweite Offnungen 108 auf den ersten
leitenden Leitungen 103 zu bilden, wobei die zweiten
Offnungen 108 im wesentlichen gleich zu den ersten
Offnungen 105 sind. Die zweite dielektrische Schicht
ist vorzugsweise aus SINR, BCB, Siliziumgummi ge-
bildet mittels eines Druck- oder eines Beschichtungs-
verfahrens, und die Dicke der zweiten dielektrischen
Schicht betragt vorzugsweise etwa 2 pym bis etwa 8
pm. Der Schritt zum Entfernen eines Teilbereichs der
zweiten dielektrischen Schicht wird mittels eines La-
serschneidverfahrens oder eines photolithographi-
schen Verfahrens ausgefiihrt. Dann kann Plasmaat-
zen (RIE) optional genutzt werden, um die Oberfla-
che der ersten leitenden Leitungen 103 nach dem
Schritt des Entfernens eines Teilbereichs der zweiten
Isolationsschicht 107 durch die Offnungen 108 zu rei-
nigen, um sicherzustellen, daf} auf den ersten leiten-
den Leitungen 103 keine Restmaterialien verbleiben.
Nachfolgend kann ein chemisches Cu-Galvanisieren
oder Ti/Cu-Sputtern optional genutzt werden, um
eine dinne Metallschicht (nicht dargestellt) auf der
Oberflache der ersten leitenden Leitungen 103 zu bil-
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den.

[0040] Dann wird auf der zweiten dielektrischen
Schicht 107 und den ersten leitenden Leitungen 103
eine zweite Fotolackschicht (nicht dargestellt) gebil-
det. Die zweite Fotolackschicht wird auf der diinnen
Metallschicht (nicht dargestellt) gemustert. Auf der
zweiten dielektrischen Schicht 107 wird eine zweite
Kontaktleitungsschicht gebildet, um die zweiten Off-
nungen 108 auf den ersten leitenden Leitungen 103
zu flllen. Die zweite Kontaktleitungsschicht 109 kann
mittels Galvanisieren gebildet werden. Die zweite
Kontaktleitungsschicht 109 umfaBt Ni, Cu, Au
und/oder die Kombination hiervon. Die Dicke der
zweiten Kontaktleitungsschicht 109 betragt vorzugs-
weise etwa 12 ym bis etwa 18 um. Danach wird die
zweite Fotolackschicht entfernt, um zweite leitende
Leitungen 109 zu bilden, die mit den ersten leitenden
Leitungen 103 verbunden sind, wie dies Fig. 5 zeigt.

[0041] GemaR Fig. 6 wird auf den zweiten leitenden
Leitungen 109 und der zweiten dielektrischen Schicht
107 eine zweite Materialschicht gebildet. Die zweite
Materialschicht 110 wird mittels eines Druck- oder ei-
nes Beschichtungsverfahrens gebildet. Die zweite
Materialschicht 110 umfafit ein Material mit dem Han-
delsnamen Solder Mask (Epoxy), SINR, BCB mit ei-
ner Dicke von etwa 20-25 ym und eine Kombination
hiervon. Nachfolgend wird die zweite Materialschicht
110 belichtet/geéatzt, um dritte Offnungen 111 in der
zweiten Materialschicht 110 zu bilden, wodurch die
zweiten leitenden Leitungen 109 freigelegt werden.
Dann kann das Plasmaéatzen (RIE) genutzt werden,
um optional die Oberflache der zweiten leitenden Lei-
tungen 109 zu reinigen.

[0042] GemaR Fig. 7 werden Lotkugeln 112 auf den
Létéffnungen 111 mit Hilfe eines Schablonendruck-
verfahrens angeordnet. Danach werden die Lotku-
geln 112 mit den Oberflachen der zweiten leitenden
Leitungen 109 mittels eines IR-RuckfluR-Verfahrens
verbunden.

[0043] Dann kann die bearbeitete Basis 100 in meh-
rere chipgrofie Chipstiicke fur FT("Final Testing"-Ab-
schluf3test) und BI("Burn In"-Einbrennen) nach dem
Schritt des Lotens der Lotkugeln 112 auf die dritten
Offnungen 111 geschnitten werden. Dann kann nach
dem Schritt des FT("Final Testing"-Abschluf3test) ein
Schritt zum Lasermarkieren ausgefiihrt werden.

[0044] SchlieBlich wird die gepackte Basis 100 mit
der vorgenannten Struktur entlang der Sagelinie
(nicht dargestellt) gesagt, um einzelne chipgrofie Pa-
ckungen bzw. Gehause zu bilden.

[0045] Des weiteren kann nach dem Schritt zum
Schneiden der gepackten Basis 100 ein Schritt zum
Aufnehmen und zum Ablegen der chipgrof3en Pa-
ckung auf einer Ablage fir einen SMT-Prozel3("Sur-
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face Mounting Technique"-Oberflachenmontagetech-
nik) ausgefuhrt werden, um einzelne chipgrofie Pa-
ckungen bzw. Gehause zu bilden.

[0046] Erfindungsgemal kann die vorgenannte Pa-
ckungsstruktur eine chipgroRe Packungsstruktur mit
einer sehr diinnen Packungsdicke (weniger als 400
pm) liefern, um aufgrund der Siliziumriickseite mit
Metall einen guten Warmeleiter zu erhalten. Somit
wird die Ausbeute und die Zuverlassigkeit erhdht und
der Kontaktwiderstand der Packungsstruktur vermin-
dert. Des weiteren kann die erfindungsgemafe chip-
groRe Packungsstruktur die Kosten der Packungs-
struktur vermindern.

[0047] Obwohl spezifische Ausfihrungsformen er-
lautert und beschrieben wurden, ergibt sich fur den
Fachmann, dal3 verschiedene Modifikationen ge-
macht werden kénnen, ohne den mittels der Anspri-
che begrenzten Bereich der Erfindung zu verlassen.

Patentanspriiche

1. ChipgroBe Packungsstruktur mit einer Pa-
ckungsdicke von weniger als 400 pm, mit:
— einer Basis (100);
— einem Chip (101) mit Kontaktflachen (102);
— ersten leitenden Leitungen (103), die auf dem Chip
(101) gebildet sind, um die Kontaktflachen (102) zu
bedecken;
— einer ersten dielektrischen Schicht (104), die auf
dem Chip (101) und den ersten leitenden Leitungen
(103) gebildet ist, wobei die erste dielektrische
Schicht (104) erste Offnungen (105) auf den ersten
leitenden Leitungen (103) aufweist;
— einer ersten Materialschicht (106), die auf der Basis
(100) gebildet ist und in einen Raum zwischen den
Chips (101) auf der Basis (100) gefullt ist;
— einer zweiten dielektrischen Schicht (107), die auf
der ersten dielektrischen Schicht (104) und der ers-
ten Materialschicht (106) gebildet ist, wobei die zwei-
te dielektrische Schicht (107) zweite Offnungen (108)
auf den ersten leitenden Leitungen (103) aufweist;
- zweiten leitenden Leitungen (109), die auf den ers-
ten Offnungen (105) und den zweiten Offnungen
(108) gebildet sind, um mit den ersten leitenden Lei-
tungen (103) elektrisch zu koppeln;
— einer zweiten Materialschicht (110), die auf den
zweiten leitenden Leitungen (109) und der zweiten di-
elektrischen Schicht (107) gebildet ist, wobei die
zweite Materialschicht (110) dritte Offnungen (111)
auf den zweiten leitenden Leitungen (109) aufweist;
und
— wobei die zweite Materialschicht (110) eine Dicke
von 20 bis 25 pym aufweist.

2. ChipgroRe Packungsstruktur nach Anspruch
1, gekennzeichnet durch Létkugeln (112), die auf die
dritten Offnungen (111) gelétet sind und mit den zwei-
ten leitenden Leitungen (119) elektrisch verbunden
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sind.

3. Chipgrofie Packungsstruktur nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Chip (101)
eine Dicke im Bereich von 50 bis 300 ym aufweist.

4. ChipgroRe Packungsstruktur nach einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste dielektrische Schicht (104) eine
Dicke im Bereich von 2 bis 5 ym aufweist.

5. Chipgrof3e Packungsstruktur nach einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite dielektrische Schicht (107) eine
Dicke im Bereich von 2 bis 8 ym aufweist.

6. ChipgroRe Packungsstruktur nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflachen
der ersten dielektrischen Schicht (104) und der ers-
ten Materialschicht (106) im wesentlichen auf glei-
cher Hohe sind.

7. Chipgrof’e Packungsstruktur nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Chip (101) mit-
tels Sagen einer bearbeiteten Basis (100) gebildet ist.

8. Chipgrof’e Packungsstruktur nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass die bearbeitete Ba-
sis (100) rlckseitig gelappt ist und eine Dicke von
etwa 200400 ym aufweist.

9. Chipgrof’e Packungsstruktur nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Materialien der
ersten Materialschicht (106) und der zweiten Materi-
alschicht (110) ein UV-hartbares oder ein warmehart-
bares Material umfassen.

10. Chipgro3e Packungsstruktur nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis (100) ein
Metall oder eine Legierung 42 (42Ni58Fe) umfasst,
wobei das Metall Fe, Co, Ni und die Kombination
hiervon umfasst und dass die Dicke des Metalls etwa
200 bis 300 ym betragt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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